
Fig. 1. Structure of the five-stage CMOS inverter chain. 

 

Fig. 2. Time variations of the electrostatic 

potentials at the five stages. 
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LSI の高集積化と高密度化により、MOS トランジスタ間の電気的な相互作用を無視することはできな

い。従来、LSIの設計において複数のデバイスからなる系を対象とした解析には、デバイスシミュレーシ

ョンと回路解析を組み合わせたミックスモードシミュレーション[1] が使用されてきた。この手法では、

ユーザがあらかじめ準備した寄生抵抗や寄生容量を入力パラメータとして与える必要がある。我々はこ

れまでに、複数のデバイスとそれらを接続する配線からなる系のデバイス特性を、デバイスシミュレー

ションのみで一括して解析できる手法を開発してきた[2][3]。この手法では、寄生抵抗や寄生容量をはデ

バイスシミュレーションで計算されるため、ユーザが事前に準備しておく必要はない。 

適用事例として、Fig. 1 に示す 5 段の CMOS インバータ

チェーンの過渡解析を実施し、各段のインバータ動作の遅

延時間を評価した。また過去に実施した 3段の CMOSイン

バータチェーンの結果と比較した。 

まずVddに2Vを印加し、定常状態を用意する（t < 2.1 ns）。

次に t = 2.1 nsにおいて、Vin をステップ状に 2V 昇圧し、そ

の後 0.6 ns間の過渡解析を実行した。Fig. 2に Vin昇圧前後

でのインバータチェーンの各段における静電ポテンシャル

の時間変化を示す。まず、インバータチェーンの段数が増

えるに従って、静電ポテンシャルの反転するタイミングが

遅れることを確認できた。また、5段目は寄生容量による

影響がないため、静電ポテンシャルの反転に要する時間

（Δt5）が短くなることがわかった。 
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